
GC
(TO-247-3L)

低損失で脱炭素社会の実現に貢献する
SiC ショットキバリアダイオード

新電元半導体製品の詳細情報はこちら
https://www.shindengen.co.jp/products/semi/
新電元半導体製品の詳細情報はこちら
https://www.shindengen.co.jp/products/semi/
新電元半導体製品の詳細情報はこちら
https://www.shindengen.co.jp/products/semi/

FY
(TO-277A similar)

⼩型⾯実装パッケージを中⼼に、650V/1200Vの新たなSiCショットキバリアダイオードのラインナップを拡充。
また、⾞載対応品の開発や、更なる低VFを追求したシリーズの展開も予定しています。

⾯実装型パッケージ FY (TO-277A similar) , FB (TO-252AA similar)

Status⾞載
対応Package

電気的・熱的特性 *1絶対最⼤定格 *1

Part Name Rth(j-c) max
[°C/W]

Trr/Qrr typ
[ns]/[nC]

IR max
[A]

VF typ
[V]

IFSM
[A]

VRRM
[V]

IF typ
[A]

Tj
[°C]

Planning●FYTBDTBDTBD1.35
(IF=6A)TBD6506-55〜175WS6FY65BK

RS●FYTBD6 / 5 *250
(VR=650V)

1.49
(IF=10A)5065010-55〜175WS10FY65AK

Planning●FBTBDTBDTBD1.35
(IF=6A)TBD6506-55〜175WS6FB65BK

RS●FBTBD6 / 5 *250
(VR=650V)

1.49
(IF=10A)5065010-55〜175WS10FB65AK

RS
(2024/4Q)●FBTBD6 / 5 *250

(VR=650V *2)
1.49

(IF=10A *2)5065020-55〜175WS20FBC65AK
RS

(2024/4Q)●FBTBD8 / 10400
(VR=650V)

1.47
(IF=20A)9065020-55〜175WS20FB65AK

*1︓TC=25°C
*2︓Per diode

FTO-220AG
(SC-91)

FB
(TO-252AA similar)

挿⼊型パッケージ FTO-220AG (SC-91)

Status⾞載
対応Package

電気的・熱的特性 *1絶対最⼤定格 *1

Part Name Rth(j-c) max
[°C/W]

Trr/Qrr typ
[ns]/[nC]

IR max
[A]

VF typ
[V]

IFSM
[A]

VRRM
[V]

IF typ
[A]

Tj
[°C]

RSFTO-220AGTBD6 / 550
(VR=650V)

1.49
(IF=10A)5065010-55〜175WS10SF65A

RS●FTO-220AGTBD6 / 550
(VR=650V)

1.49
(IF=10A)5065010-55〜175WS10SF65AK

PlanningFTO-220AGTBD6 / 5 *250
(VR=650V *2)

1.49
(IF=10A *2)5065020-55〜175WS20SFC65A

Planning●FTO-220AGTBD6 / 5 *250
(VR=650V *2)

1.49
(IF=10A *2)5065020-55〜175WS20SFC65AK

PlanningFTO-220AGTBD8 / 10400
(VR=650V)

1.47
(IF=20A)9065020-55〜175WS20SF65A

Planning●FTO-220AGTBD8 / 10400
(VR=650V)

1.47
(IF=20A)9065020-55〜175WS20SF65AK

RSFTO-220AGTBD8 / 10200
(VR=1200V)

1.48
(IF=10A)90120010-55〜175WS10SF120A

RS●FTO-220AGTBD8 / 10200
(VR=1200V)

1.48
(IF=10A)90120010-55〜175WS10SF120AK

*1︓TC=25°C
*2︓Per diode

挿⼊型パッケージ GC (TO-247-3L)

Status⾞載
対応Package

電気的・熱的特性 *1絶対最⼤定格 *1

Part Name Rth(j-c) max
[°C/W]

Trr/Qrr typ
[ns]/[nC]

IR max
[A]

VF typ
[V]

IFSM
[A]

VRRM
[V]

IF typ
[A]

Tj
[°C]

RS
(2024/4Q)GCTBD8 / 10400

(VR=650V)
1.47

(IF=20A)9065020-55〜175WS20GC65A
RS

(2024/4Q)●GCTBD8 / 10400
(VR=650V)

1.47
(IF=20A)9065020-55〜175WS20GC65AK

RSGCTBD6 / 5 *250
(VR=650V *2)

1.49
(IF=10A *2)5065020-55〜175WS20GCC65A

RS●GCTBD6 / 5 *250
(VR=650V *2)

1.49
(IF=10A *2)5065020-55〜175WS20GCC65AK

RS
(2024/4Q)GCTBD8 / 10 *2400

(VR=650V *2)
1.47

(IF=20A *2)9065040-55〜175WS40GCC65A
RS

(2024/4Q)●GCTBD8 / 10 *2400
(VR=650V *2)

1.47
(IF=20A *2)9065040-55〜175WS40GCC65AK

RSGCTBD8 / 10200
(VR=1200V)

1.48
(IF=10A)90120010-55〜175WS10GC120A

RS●GCTBD8 / 10200
(VR=1200V)

1.48
(IF=10A)90120010-55〜175WS10GC120AK

RSGCTBD8 / 10 *2200
(VR=1200V *2)

1.48
(IF=10A *2)90120020-55〜175WS20GCC120A

RS●GCTBD8 / 10 *2200
(VR=1200V *2)

1.48
(IF=10A *2)90120020-55〜175WS20GCC120AK

*1︓TC=25°C
*2︓Per diode


